PARAMETRY MALOSYGNALOWE

Rb_ZSOQ gg; Oblicz napigcie (catkowite) up(t). Do obliczen przyjmij dwuod-
gb;8sin (t) V \/ |up cinkowa charakterystyke pradowo-napigciowa diody z parame-
’ Ui= trami Uy= 0,5 V ir,=20 Q.
vV
Eop W uktadzie jak na rys. zmierzono warto$ci napigcia Upg 1 pradu Ip dla
roznych warto$ci rezystora Rp. Oblicz jeden z matosygnalowych pa-
rametrow hybryd = tranzystora.
TUDS Ip [mA] |525 |53 535
Ups [V] 12,0 7,0 12,0

I Oblicz warto$¢ pradu I, dla ktorej sktadowa zmienna napigcia up jest
. . o o . y
u=Usin(ot)V rowna i napigeia u, ktore jest maltym sygnalem zmiennym. Do obli

@ \VA czen przyjmij Ur=kpT/g=25 mV, prad zaporowy ztacza Iy << I, n =1,
I U0 | oraz ze dla pradu zmiennego pojemnos$¢ stanowi catkowite zwarcie.

Zmierzono warto$ci pradu I¢ i napigcia Ugg dla r6znych wartosci pra-
du Ig. Oblicz warto$ci parametrow dynamicznych (rézniczkowych) g,
Ig Ic hyy 1 hy) tego tranzystora. Oblicz wspotczynnik 77 oraz warto$¢ wspot-
czynnika wzmocnienia dla pradu statego

Ic [mA]]1,2 1,3 [14
Ugg [V]1]0,6178 0,620 0,6218
I [uA] |13 14 15

Dla eg= Ez= 0,72V zmierzono Uyg,= 0,68 V oraz Uyy=
4,2V. Gdy napigcie eg wzrosto o warto$¢ AEg= 18mV to
Uwiz wzrosto o AUy, = 8mV a Upy zmalalo o -AUpy =
256mV. Oblicz parametry r6zniczkowe (dynamiczne) 4y,
hy1, gn tranzystora w punkcie pracy oraz statyczny wspot-
czynnik wzmocnienia pradowego .

T, Oblicz parametry matosygnatowe /4;1p, #21p 1 gp tranzystorow w uktadzie Darlingto-
na. Przyjmij, ze potaczono identyczne tranzystory T, i T,, dla ktorych h0y= ha=

\ |T2 £>>1.




| I |
R=100Q
U Zg Oblicz amplitud¢ sktadowej zmiennej u,,, oraz wspotczynnik tetnien (r
twy = u,,/Uyy) napigcia wyjsciowego uwy jesli uwe = (18 + Ssinot)V. Przyj-
mij nastgpujace parametry modelu diody Zenera U= 10V, rz= 10Q.
o
8. Odp.
R ! Ecc Zmierzono warto$ci napigcia Ucg 1 pradu I¢ dla réoznych wartosci rezy-
¢ stora R¢. Oblicz jeden z matosygnatowych parametréw hybrydowych [h]
le tranzystora oraz napigcie Early’ego U,.
©) TUCE Ic [mA] [1,25 |1,3 [1,35
hotoA | Uee[V] [14 [54 [94
9. Odp.

Wyznacz transkonduktancj¢ ztaczowego tranzystora unipolarnego z kanatem typu n w punkcie pracy
Ip=5mA , Ups=5V, |Ugs|=2,5V, [U,[=5V. Okresl prawidtowe znaki napig¢ Ugs i Up. Oblicz warto$¢
pradu Ipss

10. Odp.

Uzupetnij tabele dotyczaca parametréw dynamicznych ztacza p-n w punkcie pracy Up, Ip. Do obliczen
przyjmij napigcie dyfuzyjne ztacza Usyr= 0,8 V, 17kT/q = nUr = 50mV (g = e oznacza warto$¢ fadunku
elementarnego), pojemno$¢ poczatkowa ztacza Cj = 4pF, czas przelotu no$nikow 7 = 4 ns oraz ze
zlacze p-n jest skokowe (m = 2).

Up=0,4V,Ip=1mA Up=-64VIp=0
g4 (konduktancja dynamiczna) 0
C; (pojemnos¢ ztaczowa)
C, (pojemno$¢ dyfuzyjna)

Odpowiedzi

U, —U R
Loup=u, +Up, U, =U, +M’}1 =L5V, (Uy, ZUA—b;th =R, IR ,),
Ry +7, R, +R,
R
w, =uy — Rl 6 ogsin(aryv . wr6¢ (back)
R, +R, |1,
Al
2. g, =—2 _OImA G 0ImS.  wréé (back)
AUDS U q=const 10V
U
3.1 =221 _ 1 5mA . wroé (back)




Al AU, Al

g = =50mS, h, =—2L =2kQ, hy =—C =100. n =
AUBE U g =const AIB Ucg =const AIB U g =const
IC/(gmUT) = 1,04, ﬂ: ]C/IBE 93 wroc 1back[
Al —-A A AUy R,
5.g,=—%S—= Unr _3oms, h, = Unr _ M2 s _8kQ, hy, =g,k =256,
AUWEz RCAUWEZ A]B AEG - AUWEz
1 WUce _UWY)Rg

L= =— = 777 % _200. wréé (back)
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E R, (EG _UWEz)

6. Jest g2y = By bo Iy = Pleqy. hap= hao(haaytl) = (h21)2, hiip= hnaythe(hatl) = kot
(har/gme)har = huiaytho (Bgmanhai= hiythagn = 2hiay, Gmo = hoo/hip = (ha)’2hiay = haignay2
= Om@y/2. wro¢ (back)

r 5 Ups-U, 118 u 5
7. u,, =u Z N Upy=U,+r, 2“2 """V, r=—2 =~ ~44%. wrdé (back)
N R N T T Upy 118 ’
Al
8. hyy =—F =m=0,0125m8, Uy = Io/hyp= 104V wroé(back)
AUCE 1 gp=const
9. wroc(back)

10. wrocé(back)
11. wroc(back)



